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中溫電熱材料: 添加不同金屬(Pb,Sn,In)二元Zn4Sb3及三元p型Cd-Zn-Sb與 
n型Pb-Bi-Te的化合物 
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樣品A (Zn4Sb3)與添加In樣品H、I、J之 
 ZT值隨溫度變化圖 
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樣品A (Zn4Sb3)與添加Sn樣品E、F、G
之ZT值隨溫度變化圖  
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